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※概要（Summary ）： 

DNA/Si メモリトランジスタの研究開発のため、チャ

ネ ル 長 が 10~50nm の も の と 、 100~                     

200nm の基板を作製するため、京大ナノハブの実験施

設を利用し、基板の作製をおこなった。Fig.1 はチャ

ネル長 130nm の鳥瞰図を示している。 図から Al、

DNA を取り除いた構造を作製する予定であった。現

在、途中段階まで作製できており、引き続き、次年度

作製を行う。 

 
※実験（Experimental）： 

スピンコーター：レジストの塗布をおこなった 
電子線描画装置：電子線でソース・ドレイン部を 

描画した 
深堀ドライエッチング装置：Si 層をエッチング 

で削った 
FE-SEM：SEM でエッチング後の基板の様子 
     を観察した  

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

レジストの塗布、描画も条件だしはうまくできた 

が、エッチングの条件出しはうまくいかず、条件出し

は最後までいかなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.1 DNA/Si メモリトランジスタの模式図 

 
※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

エッチングの条件出しが途中のため、エッチングの条

件出し、AL の蒸着の条件出しを終わらせ、基板を完成

させる。 
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